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高周波用インダクタを半導体プロセスで実現するにあたり，インダクタの銅コイル
部分を電解めっきで作製する．

実験
Experimental

基板にEB蒸着装置でCrとCuを成膜した．その後リソグラフィを実施しコイルパター
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顕微鏡観察から非常にきれいに銅めっきが施されたことを確認した．
同一ウエハ上にインダクタンスのインピーダンス計測の結果，ウエハ内のインダク
タンスのバラツキが極めて少ないデバイスを作製することができたと結論づけた．
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